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SiC/PyC 核壳结构纳米线的 SEM 图片 

 



 

                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiC/PyC 核壳结构纳米线的 TEM、STEM-HAADF、HRTEM 和 SAED 图片 

 

摘要：  

本文章通过化学液相汽化沉积（CLVD）工艺在碳/碳（C/C）复合材料中制备了

SiC/PyC核壳结构纳米线。探明了热处理温度对SiC纳米线微观结构以及物相组成的影响

规律，分析了SiC纳米线的生长机理，并对SiC/PyC核壳结构纳米线的微观结构和形貌进

行了研究。结果表明，较低的热处理温度不能满足SiC纳米线生长的要求，而过高的热处

理温度又会使纳米线发生团聚。因此，只有当热处理温度为1800 °C，SiC纳米线才表现

出均匀分布。生成的SiC纳米线直径约为300 nm，在其表面有一层厚度约为1 nm的SiO2

层，并且SiC纳米线的生长受气-固（V-S）机理控制。随后，在SiC纳米线表面沉积PyC，

构造了SiC/PyC核壳结构纳米线，其直径约450 nm。这些纳米线展现出三层核壳结构，

其中以SiC纳米线为核芯，SiO2为中间层和PyC为壳层。同时，SiC/PyC核壳结构纳米线

将复合材料基体互相连接，从而形成了稳定的网络结构。 
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